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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 8: Transistors a effet de champ

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatio
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités r

deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les
du possible, un accord international sur les sujets étudiés
sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sous la\foivne de recomman internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, i 8é
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification intern

5) La CEl n'a fixé aucune prs

6) L’attention est a
I'objet de droits
responsable de ne pa

£l 60747-8 annule et remplace la premiére édition parue en 1984,
'amendement 2 (1993). Cette deuxiéme édition constitue une
révision technigue.

Le texte de cette norme est issu de la premiéere édition de la CElI 60747-8 publiée en 1984, de
I'amendement 1, 'amendement 2 et des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/149/FDIS 47E/156/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette partie 8 doit étre utilisée conjointement avec la CElI 60747-1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 8: Field-effect transistors

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization {8 Jjzation comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The op is tg_ promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e nd electrgnic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatio 3 eparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intere i ect dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and anizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The R th the International

Organization for Standardization (ISO) in accordance with condi ineq by _agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techpical/matters\expres as nearly as possible, an

3) The documents produced have the form of\eco i i jonjat’use and are published in the form
of standards, technical specifications, techwj i and /they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatin i nittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to their national and regional standards. Any
divergence between the IEZ St arre§pondimg national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marki indicate.its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to | i

6) Attention is dra ibil} \ e’elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. Tk hall not\oe he d responsible for identifying any or all such patent rights.

International as been prepared by subcommittee 47E: Discrete
semiconductor de i€al committee 47: Semiconductor devices and integrated

This sego S 60747-8 cancels and replaces the first edition published in 1984
amendme 1 amendment 2 (1993). This second edition constitutes a technical
revision.

The text of this standard is based on the first edition of IEC 60747-8, amendment 1,
amendment 2 and on the following documents:

FDIS Report on voting

47E/149/FDIS 47E/156/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This part 8 should be used in conjunction with IEC 60747-1.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003. A
cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.

@%
S
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2003. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

¢ withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
e amended.

@%
S
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INTRODUCTION

Cette partie de la CEI 60747 doit étre lue conjointement avec la CEI 60747-1. Elle fournit des
informations de base sur

— la terminologie,

— les symboles littéraux,

— les valeurs limites et caractéristiques essentielles,
— les méthodes de mesure,

— la réception et fiabilité.

@%
S
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INTRODUCTION

This part of IEC 60747 should be read in conjunction with IEC 60747-1. It provides basic
information on

— terminology,

— letter symbols,

— essential ratings and characteristics,
— measuring methods,

— acceptance and reliability.

@%
S
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —

Partie 8: Transistors a effet de champ

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60747 donne les normes pour les catégeries suivantes de
transistors a effets de champ:

type A: type ajonction de grille;

type B: type a grille isolée a déplétion;

type C: type a grille isolée a enrichissement.

2 Références normatives

Pour les références datées, les amende 3¢ g 3(isions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, [ ti ords fondés sur la présente
partie de la CEI 60747 sont invitées a ke ' ibifité d'appliquer les éditions les
plus récentes des documents normatif indiqué s. Pour les références non datées, la

CEIl 60747-1:1983, Dispuwsitifs 2 wcltewrs’ — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Premiére partie: @
CEI 60747-7:2000, ! ducteurs — Partie 7: Transistors bipolaires
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 8: Field-effect transistors

1 Scope

This part of IEC 60747 gives standards for the following categories of field-effect transistors:

type A: junction-gate type;

type B: insulated-gate depletion type;

type C: insulated-gate enhancement type.
2 Normative references

The following normative documents contain provisions w ence in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60747 subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publi . However, parties to
agreements based on this part of IEC 60747 arg &

General

IEC 60747-7:2000, Se

9
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Etant donné qu'un transistor & effet de champ peut avoir une ou plusieurs grilles, il en résulte

la classification suivante:

Dispositifs a effet de champ
(une source, un drain, une ou plusieurs grilles)

Dispositifs avec un
ou plusieurs canaux P

Dispositifs avec un

ou plusieurs ca, N
N

Dispositifs Dispositifs Dispositifs Dispositifs iSROSI¥ Dispositifs a
a jonction a grille de a grille isolée a jonction i T isolée
de grille barriére Schottky de grille
MESFET MOSFET MOSFET
MODFET Autres dispositifs Autres dispositifs
HEMT a grille isolée a grille isolée

NOTE Les dispositifs a grille de barriere Schottky ena g étre a mode déplétion ou a mode a

enrichissement.
holes litté au%

4 Terminologie et sy

Pour les besoins de
suivants s'appliquent:

4.1 Types de trarsi

4.1.1
transistor a e
transistor a

4.1.2
mp a canal P
mp ayant au moins un canal de conduction de type P

4.1.3
transistor a jonction de grille (JFET)
un transistor a effet de champ dont:

— la région source et la région drain sont reliées entre elles par un canal, la région source,
la région drain et le canal sont du méme type;

— la région grille, adjacente au canal, est de type opposé, formant ainsi avec la source, le
canal et le drain une jonction PN, et

— la tension grille-source commande la conduction du canal en agissant sur la largeur de la
zone de charge-espace de la grille et par conséquent sur la section du canal
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3 Classification

Since a field-effect transistor may have one or several gates, the following classification

results:
Field-effect devices
(a source, a drain, one or several gates)
Devices with one or Devices with one or
several P channels several N cha
Junction-gate Schottky Insulated-gate Junction-gate -gate
devices barrier-gate devices devices

devices
MESFET MOSFET MOSFET
MODFET Other insulated- Other insulated-
HEMT gate FET gate FET

NOTE Schottky barrier-gate and insulated g
devices.

4 Terminology and letter symbo

41.1
N-channel field-€
a field-effect

4.1.3
junction-gate field-effect transistor (JFET)
a field-effect transistor in which:

— the source and drain regions are connected with each other by the channel region, all
three being of the same conductivity type;

— agate region adjacent to the channel has the opposite conductivity type, thus forming with
source, channel and drain region a PN junction, and

— the gate-source voltage controls the conductivity of the conduction channel in the channel
region by controlling the width of the gate space-charge region and hence also the
remaining cross-section of the conduction channel
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4.1.4
transistor a effet de champs a grille isolée (IGFET)
un transistor a effet de champs dont

— une ou plusieurs électrodes de grille sont électriquement isolées de la zone active de
grille;

— le type de conductivité de la région source et de la région drain est opposé a celui de la
région grille localisée dans le semiconducteur;

— le courant principal traverse le canal formé par inversion de la couche reliant les zones
source et drain;

— Ilinversion de la couche est, soit présente a tension grille-source nulle_soit crée par une
tension directe grille-source suffisante provocant une accumufatiol\ de porteurs
minoritaires dans la zone active de grille, et

guantité de porteurs minoritaires accumulés

4.1.5
transistor a effet de champ métal-oxyde-semicond

transistor a effet de champ a grille isolée dans solante entre chaque
électrode de grille et le canal est un oxyde

4.1.6
transistor a effet de champ a déplétio

4.1.7
transistor a effet de
transistor a effet/te c
tension grille—so
grille-source directée
I'électrode de grille

ament une conduction du canal nulle pour une
ction peut étre obtenu en appliquant une tension
e qui provoque une couche d'inversion au-dessous de

4.1.8

transisto rille unique

transistaq possédant une région de grille, une région de source et une région
de drain

NOTE Lorsqu'il n'existe pas de risque d'ambiguité, on peut utiliser le terme abrégé «transistor a effet de champ».

4.1.9

transistor a effet de champ a double grille

transistor a effet de champ possédant deux régions de grille indépendantes, une région de
source et une région de drain

4.1.10
transistor a effet de champ a grille de barriére Schottky
transistor a effet de champ dans lequel:

— la région source et la région drain sont connectées l'une a l'autre par la région canal, ces
trois régions ayant le méme type de conductivité;

— une ou plusieurs électrodes de grille forment chacune une barriére Schottky avec la région
canal;

— la tension grille-source commande la conductance du canal conducteur en faisant varier
sa section
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4.1.4
insulated-gate field-effect transistor (IGFET)
a field-effect transistor in which:

— one or more gate electrodes are electrically insulated from the body;

— the conductivity type of both the source and drain regions is opposite from that of the
semiconductor body in which they are located;

— the principal current flows in a channel that is formed by an inversion layer connecting
source and drain regions;

— the inversion layer is either already present at zero gate-source voltage or produced within
the body at sufficiently high forward gate-source voltage by accumulation of the minority
charge carriers of the body material, and

— the conductance of the channel is controlled by the gate-source
the electric field between gate electrode and the body and
accumulated minority charge carriers

4.1.5
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MO
an insulated-gate field-effect transistor in which the—in
electrode and the channel is oxide material

4.1.6
depletion-type field-effect transistod
a field-effect transistor in which an

4.1.7
enhancement-type fi
a field-effect transisto

voltage, and in which
forward gate-so @

4.1.8

4.1.9
dual-gate field-effect)ransistor

a field-effect transistor having two independent gate regions, a source region, and a drain
region

4.1.10
Schottky-barrier-gate field-effect transistor
a field-effect transistor in which:

— the source and drain regions are connected with each other by the channel region, all
three being of the same conductivity type;

— one or more gate electrodes each form a Schottky-barrier with the channel region;

— the gate-source voltage controls the conductance of the conduction channel by varying its
cross-section
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4.1.11

transistor a effet de champ métal-semiconducteur (MESFET)

transistor a effet de champ a grille de barriere Schottky dans lequel les électrodes de grille
sont métalliques

4.1.12

transistor a effet de champ a dopage modulé (MODFET) transistor a mobilité des
électrons élevée (HEMT)

transistor a effet de champ métal-semiconducteur dans lequel un matériau dopé forme une
hétéro-jonction avec un canal non dopé ; le matériau dopé fournit des électrons au canal non
dopé dont la mobilité élevée des électrons suscite une augmentation de la conductance du
canal

NOTE MODFET et HEMT peuvent étre utilisés indifféremment.

4.2 Termes généraux

4.2.1 Régions physiques (d’un transistor a effet de cha

4.2.1.1

région source (d'un transistor a effet de champ)

région physique concue par le fabricant pour cdntenir ta ré génératrice dans les
conditions de fonctionnement définies auxquelles se\réféere ations

4.2.1.2

4.2.1.3
région grille d'un tra
couche isolante entre

de laquelle le ca@

rface du corps semiconducteur, au-dessous
e de se former

4.2.1.4

région grille d'u gde champ a jonctions (JFET)

région au- des ous\de\l'ele de-grille qui est de type de conductivité opposé par rapport a
celui de la régi fon canal et la région drain

4.2.1.6

région canal d'un transistor a effet de champ a jonctions (JFET)

région entre la région source et la région drain ayant le méme type de conductivité entre ces
deux régions

4.2.1.7

région sous-canal d'un transistor a effet de champ a grille isolée (IGFET)

région située entre la région source et la région drain, a I'exclusion de la région canal d'un
transistor a effet de champ a grille isolée a déplétion et de toutes les zones de transition

adéquates
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4.1.11
metal-semiconductor field-effect transistor (MESFET)
a Schottky-barrier-gate field-effect transistor in which the gate electrodes are metal

4.1.12

modulation-doped field-effect transistor (MODFET) or high electron mobility transistor
(HEMT)

a metal-semiconductor field-effect transistor in which a doped material forms a heterojunction
with an undoped channel; the doped material supplies electrons to the undoped channel
whose high electron mobility results in enhanced channel conductance

NOTE MODFET and HEMT may be used interchangeably.
4.2 General terms

4.2.1 Physical region (of a field-effect transistor)

4.2.1.1

source region (of a field-effect transistor)
the physical region that is designed by the manufacturer
the defined operating conditions to which the specificatt

4.2.1.2
drain region (of a field-effect transisjoyr)

4.2.1.3
gate region of an IGFET

4.2.1.4 Q
gate region of a :

the region below the
source, channel 2

4.2.1.5
channel »
the inversi

4.2.1.6
channel region of @”JFET
the region between source region and drain region that has the same conductivity type as
these two regions

4.2.1.7

subchannel region of an IGFET

the region between source region and drain region, excluding the channel region of a
depletion-type IGFET and all pertinent transition zones
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4.2.1.8

substrat (d'un JFET ou d'un IGFET)

1) partie d'un matériau d'origine qui demeure inchangée lorsque les éléments du dispositif
sont réalisés sur ou a l'intérieur du matériau d'origine

NOTE Le matériau d'origine peut étre une couche de matériau semiconducteur coupée dans un seul cristal, une
couche de matériau semiconducteur déposée sur un support de base ou le support de base lui-méme.

2) matériau semiconducteur d'origine avant son traitement

NOTE La signification de ce terme sera éclairée par le contexte dans lequel il est employé. On peut faire une
distinction si nécessaire entre le «substrat d'origine» et le «substrat restant».

4.2.1.9
substrat (d'un transistor a effet de champ a couche mince)
isolant qui porte les électrodes de source et de drain, la couche grillen
mince de semiconducteur

t la couche

4.2.2 Régions fonctionnelles

4.2.2.1
région source fonctionnelle

région d'alimentation qui fournit au canal les porteurs principal

4.2.2.2
région drain fonctionnelle

région collectrice qui capte les porte
canal

rs ce e de'\courant principal en provenance du

4.2.2.3

canal d'un transistor a e
région fonctionnelle tr arge de courant principal et dans laquelle
la concentration de pagrie . tension grille-source, le courant principal
résultant du champ inte it par l[a tensjon drain-source

4.2.2.4
canal d'un transi
région fonctionné
section trans

canal et de I'autre a la région source, la région canal et la région drain

4.2.2.6

région sous-canal fonctionnelle

partie neutre restante de la région sous canal physique qui est délimitée par la région de
charge d'espace sous-canal I'entourant
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4.2.1.8

substrate (of a JFET or IGFET)

1) the part of the original material that remains unchanged when the device elements are
formed upon or within the original material

NOTE The original material may be a layer of semiconductor material cut from a single crystal, a layer of
semiconductor material deposited on a supporting base, or the supporting base itself.

2) the original semiconductor material before being processed

NOTE The intended meaning will become clear from the context in which the term is used. If necessary,
distinction could be made between the "original substrate" and the "remaining substrate".

4.2.1.9

substrate (of a thin film field effect transistor)
an insulator that supports the source and drain electrodes, the insulatifig
thin semiconductor layer

ayer, and the

4.2.2 Functional regions

4.2.2.1
functional source region
a supply region that delivers principal-current charge

annel

4.2.2.2
functional drain region

rom the channel

4.2.2.3
channel of a IGFET

the functional region through\whighth rincurr t charge carriers pass and in which the
carrier concentration is determingd by the\gate-solrce voltage, the principal current being the

e voltage
4.2.2.4 D
channel of a JFE

the functional regiql ' iCh\tle principal-current charge carriers pass and whose
cross-section is d pplied gate-source voltage, the principal current being the
result of the d d by the drain-source voltage

4.2.2.5

subchanne| space @ region of an IGFET

the space-charge region associated with the transition regions between the subchannel region
on one side, andsqQutge region, channel region and drain region on the other side

4.2.2.6

functional subchannel region

the remaining neutral part of the (physical) subchannel region that is confined by the
surrounding subchannel space-charge region
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4.3 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

NOTE Lorsqu'il existe plusieurs sortes distinctes de symboles littéraux, on donne ici la plus utilisée.

4.3.1

sens «direct» et «inverse»

ici, «inverse» signifie: sens dans lequel le nombre de porteurs de charge du canal diminue, et
«direct» signifie: sens dans lequel le nombre de porteurs de charge du canal augmente

4.3.2
tension de seuil (d'un transistor a effet de champ a enrichissement) (Vgs(to))

tension grille-source pour laquelle la valeur absolue du courant de drain atteint une faible
valeur spécifiée

4.3.3
tension de blocage (d'un transistor a effet de champ a déplétioR

tension grille-source pour laquelle la valeur absolue du coura
valeur spécifiée

4.3.4
courant résiduel de grille (d'un transistor a effet
courant circulant dans la borne de grille d'un transi 2 e a jonction lorsque la

jonction de grille est polarisée en inverse

4.3.5
courant de fuite de grille (d'un transis a effe p—a grille isolée)
courant de fuite circulant dans la born \sistor a effet de champ a grille isolée

4.3.6 Capacités

4.3.6.1

capacité d'entré n
capacité entre le

borne de source po

étant court-circuitée a la

4.3.6.2

capacité de&ort

capacité entre\les_bomes de étant court-circuitée a la
borne dé !

capacité de transfert inverse (en court-circuit) Cisg

capacité entre les bornes de drain et de grille, la borne de source étant court-circuitée a la
borne de grille pour les sighaux en courant alternatif

4.3.7
résistance grille-source rgg

résistance en courant continu entre les bornes de grille et de source pour des tensions grille-
source et drain-source spécifiées

4.3.8
résistance drain-source a |'état passant rpson

résistance en courant continu entre les bornes de drain et de source lorsque le transistor a
effet de champ est a I'état passant
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4.3 Terms related to ratings and characteristics

NOTE When several distinctive forms of a letter symbol exist, the most commonly used form is given.

4.3.1

"reverse" and "forward" directions

here "reverse" means: the direction in which the channel carriers are decreased (depleted),
and "forward" means: the direction in which the channel carriers are increased (enhanced)

4.3.2
threshold voltage (of an enhancement type field-effect transistor) (Vgs(to))

the gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a specified low
value

4.3.3
cut-off voltage (of a depletion type field-effect transistor) (Vgsg

the gate-source voltage at which the magnitude of the drain cu
value

edified low

4.3.4
gate cut-off current (of a junction-gate field-effec

4.3.5

4.3.6 Capacitances

4.3.6.1

(short-circuit) i t
the capacitance

to the source termind

4.3.6.2

4.3.6.3
(short-circuit) reverse transfer capacitance Csg

the capacitance between the drain and gate terminals with the source terminal short-circuited
to the gate terminal for a.c. signals

4.3.7
gate-source resistance rgg

the d.c. resistance between gate and source terminals at specified gate-source and drain-
source voltages

4.3.8

drain-source on-state resistance rpsgn
the d.c. resistance between the drain and source terminals when the FET is in its on-state
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4.3.9
charge de grille Qgs
charge nécessaire pour augmenter la tension grille-source de zéro a une valeur spécifiée

4.4 Symboles littéraux
4.4.1 Généralités

Les articles 2, 3 et 4 du chapitre V de la CEl 60747-1 s'appliquent.

4.4.2 Indices généraux supplémentaires

En plus de la liste des indices généraux donnée en 2.2.1 du chapitre V d
indices suivants sont recommandés pour les transistors a effet de champ

k| 60747-1, les

D, d = drain

G, g = grille

S,s = source

B, b; U, u = substrat

T; th; (TO) = seuil

4.4.3 Liste de symboles littéraux (\ /\
\_/

N
Nom et désignation & &mbo\{li

4.4,3.1 Tensions

Tension (continue) drain-sou% \ & \/Vgs

N~/
Tension (continue) grille-Koukx\( )\/ Vss
N

Tension grille-source au ploc
effet de champ a jénction

de champ a grille is -

Tension de seuil g{\ d'u transis Mffet Vst Vasny: Ves(ro)

ttera)\/ Observations

Vies(orr) Vesoff

de champ a grille fsolé ichissément)

Tension dlreém\¥ \> Visse
TensioK.inversg\(co ue) g\e -source Vesr
Tension (continuge) grillecdrain Vebp
Tension (continue) source-substrat Vse: Vsu
Tension (continue) drain-substrat Voe: Vou
Tension (continue) source-substrat Vise: Vsu
Tension grille-grille (pour les dispositifs a plusieurs Vei-c2
grilles)

Tension de claquage grille-source, le drain étant ViBr)Gss

court-circuité a la source
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4.3.9
gate charge Qgs

the charge required to raise the gate-source voltage from zero to a specified value
4.4 Letter symbols
4.4.1 General

Clauses 2, 3 and 4, chapter V of IEC 60747-1 apply.

4.4.2 Additional general subscripts

In addition to the list of recommended general subscripts given in chapter V of
IEC 60747-1, the following special subscripts are recommended for fie

D, d = drain

G, g = gate

S,s = source
B, b; U, u = substrate
T; th; (TO) = threshold

4.4.3 List of letter symbols

N/ N
Name and designation & & LQter S\Q’]W )\/ Remarks

4.4.3.1 Voltage

Drain-source (d.c.) voltage \ \ \vzg
N
Gate-source (d.c.) voltage \ \( )\/ Ves
[\ VN

Gate-source cut-off vgltage (of &’ jumction field-effect
transistor and of a gépletion\ype instlated-g Vis(orr) Vesoff
field-effect transisto

Gate-source threshol(\ﬁage f anenhanc \4t ViesTi Vas(hy: Ves(ro)

type insulated-gate field-effect tragsis

Forward gate-<um.)x\glt%e\ > Vsske
N
Reverse @@Q@Mvo%gge Vasr
Y

Gate-drain (d.c.)\oltage Vep

Source-substrate (d.c.) voltage Vse; Vsu
Drain-substrate (d.c.) voltage Voge: Vbu
Gate-substrate (d.c.) voltage Vee: Vsu
Gate-gate voltage (for multi-gate devices) Ve1-62
Gate-source breakdown voltage with drain short- Vigr)Gss

circuited to source
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Nom et désignation Symbole littéral Observations

4.4.3.2 Courants

Courant (continu) de drain Ib
Courant de drain, dans des conditions grille-source Ipsx
spécifiées

Courant de drain, pour une résistance grille-source Ipsr

extérieure spécifiée

Courant de drain, la grille étant court-circuitée a Ipss
la source (Vgg=0)

Courant (continu) de source Is \ %

%

Courant de source, dans des conditions grille-drain Ispx
spécifiées

Y
Courant de source, la grille étant court-circuitée Ists \
au drain (Vgp = 0)

Courant (continu) de grille

@c
Courant direct de grille /\( > éF (\ :>
’w

Courant résiduel de grille (d'un transistor a effet de
champ a jonction), la source étant en circuit ouvert

Courant résiduel de grille (d'un transistor a effet d \QO

champ a jonction), le drain et n mPeu-R\

Courant résiduel de grille d ‘un‘t@nsi tor.-a_effe \)\/ Igss
de champ a jonction), le court-cireuité

a la source
nransistor aeffe Igss
aih étan r

Courant de fuite M
ille\d'untransistor a effet Iesx

de champ a grille isolée), |
circuité a la sourc
de champ aj nction ns\des songhitions de

CourantNr t \\/ Ig; Iy
4.4.3.3 DissipaWpuissance

Dissipation de puissance (continu) drain-source Pps
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Name and designation Letter symbol Remarks

4.4.3.2 Currents

Drain (d.c.) current Ip
Drain current, at a specified gate-source condition Ipsx
Drain current, at a specified external gate-source Ibsr
resistance

Drain current, with gate short-circuited to source Ibss

(Ves=0) /\

Source (d.c.) current Is A
A\

Source current, at a specified gate-drain condition Ispx >
Source current, with gate short-circuited to drain Isps \>
(Vep=0)

Gate (d.c.) current /’G\ \

QZ7/ 2

Forward gate current ( 16

Gate cut-off current (of a junction field-effect \I/G (o) O
transistor), with source open-circuited )\/
Gate-cut-off current (of a junction field-effect so\_/

transistor), with drain open-circuited

s
Gate cut-off current (of a junctjén field-effec \\> Igss
transistor), with drain short-circuited tQ(source
N
i ate

Gate leakage current (of a

field-effect transistop)f,\with
to source

Gate cut-off current (
transistor), with specifie
conditions

Substrate curreit \\ \) Ig; |
}L\\ N i
4.4.3.3 MM

Drain-source (d.c.) er dissipation Pps

lgss

lesx
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Nom et désignation Symbole littéral Observations

4.4.3.4 Résistances (ou conductances) et capacités

Résistance drain-source 'ps; ds
Résistance grille-source Iess fys
Résistance grille-drain Ieps Iyd
Résistance de grille (pour Vpg = 0 ou vy4s = 0) Igss: Igss
Résistance drain-source a I'état passant I'ps(ony: Tds(on)s DSon
Résistance drain-source a I'état bloqué I'ps(oFF): Tds(off)s DSoff
Capacité grille-source, le drain étant en circuit Cyso

ouvert (les circuits drain-source et grille-drain
étant en circuit ouvert au point de vue alternatif)

Capacité grille-drain, la source étant en circuit Cydo
ouvert (les circuits drain-source et grille-source
étant en circuit ouvert au point de vue alternatif) /\

Capacité drain-source, la grille étant en circuit Cyso \ \/
ouvert (les circuits grille-drain et grille-source

étant en circuit ouvert au point de vue alternatif)
N

Capacité d'entrée en montage source commun /\\ Cissl 01®
sortie étant en court-circuit; capacité grille-
(le drain et la source étant en court-circuit au
de vue alternatif)

Capacité de sortie en montage source commyne, QB WCZZSS

I'entrée étant en court-circuity/capacité-drain-saurce

de vue alternatif)

Conductance d'en enyontage\sowrce nNe/, Oiss
la sortie étant en‘qourpcirguit
Conductance de sorfie\en moptage sou e\\/ oss
commune, l'entréelétant colnt-cirquit
Capacité de geacti n montage sowce commune, Ciss: Cioss
I'entrée étanten court~Qircuit au poirt de vue
alternagi \
n

Capacité de i Mdrain commun, Cods; Coads
ikcuit (la grille et de drain

point de vue alternatif)

étant en court-circuit
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Name and designation Letter symbol Remarks

4.4.3.4 Resistances (or conductances) and capacitances

Drain-source resistance

'ps; Ids
Gate-source resistance Ies; Igs
Gate-drain resistance Iep; Igd
Gate resistance (with Vpg = 0 or vys = 0) Iessi Igss
Drain-source on-state resistance I'os(ony: Tds(on)s TDson
Drain-source off-state resistance I'bs(oFF)s Tds(off)s 'DSoff /\

Open-circuit gate-source capacitance (drain-source Cyso
and gate-drain open-circuited to a.c.) /\ &

Open-circuit gate-drain capacitance (drain-source Cydo
and gate-source open-circuited to a.c.)

Open-circuit drain-source capacitance (gate-drain Cdso \
and gate-source open-circuited to a.c.)

Short-circuit input capacitance in common-source

: - i > issi\C1/iss
configuration; gate-source capacitance (drain-
source short-circuited to a.c.) /\ ‘\/

Short-circuit output capacitance in common-soureg s w
configuration; drain-source capacitance (gate-
Q Oiss
N

source short-circuited to a.c.)

Short-circuit output condugtance/innconmoRn-sowrce Joss
configuration /\

Common-source reverse’tra apaci aw Crssi Ci2ss
input short-circuited);a’\% .

Short-circuit ou capacitance_in cognmon-drain Cods: Coods
configuration (gate-drainshort-cirquited to a.c.)
\ ~

Short-circuit input conductanc
configuration
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

4.4.3.5 Parametres pour signaux de faible puissance (voir figures 1, 2 et 3)

Admittance d'entrée, la sortie étant en court-circuit

Yis = Regyig)+ j_wcis
Y115 = Regya15)* jWC1 g

Admittance de transfert inverse, I'entrée étant
en court-circuit

Yrs = Reyrg)t j_wcrs
Y125 = Re(y105)+ jWC1 o

Admittance de transfert direct, la sortie étant
en court-circuit

Yis = Re(yts)+ j_lmyfs
Y215 = Regyo1g)t jIMyag

Admittance de sortie, I'entrée étant en court-circuit

Yos = Re(yos)* j_“’cos
Y225 = Re(yo05)+ jWCoos

Module de I'admittance de transfert inverse,
I'entrée étant en court-circuit

Oyrst; Oyqas0

N

Phase de I'admittance de transfert inverse,
I'entrée étant en court-circuit

Module de I'admittance de transfert direct,
la sortie étant en court-circuit

¢yrs; %\ \
N\

RPN NS

A

Phase de I'admittance de transfert direct,
la sortie étant en court-circuit

N

@
)

N

Conductance grille-source 9gs
(dans le circuit en Tt équivalent)
Conductance grille-drain 9yd

(dans le circuit en néquivale@\(\\

Conductance drain-sourc|
(dans le circuit enmui alent)

\/ 9ds

TransconductancM Ims: Im
(dans le circuit en n/é\@N)
Capacité grille-source \/ Cys
(dans le circm guivale
Capacitg’grille~drai \ Cqa
(dans lexcjrcui Mlen

rce Cys

Capacité drain-
(dans le circuit en T0éguivalent)
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Name and designation Letter symbol Remarks
4.4.3.5 Small-signal parameters (see figures 1, 2 and 3)

Short-circuit input admittance

Yis = Reqyig)+ jwCis
Y115 = Reyi1)+ jWC1

Short-circuit reverse transfer admittance

Yis = Re(yrs)+ j'wcrs
Y125 = Reyios)+ jWCos

Short-circuit forward transfer admittance

Yis = Reqys)* jl_myfs
Y215 = Reyo1g)*t JiMyo1g

Short-circuit output admittance

Yos = Reyos)* j_wcos
Y225 = Reyoog)+ jWCsos

Modulus of the short-circuit reverse transfer
admittance

Oysts Oyas0 (\

Phase of the short-circuit reverse transfer
admittance

¢yrs; ¢y s

Modulus of the short-circuit forward transfer
admittance

Dém; 10
(\ AN

Phase of the short-circuit forward transfer
admittance

oy

Gate-source conductance 9y
(in the mtequivalent circuit) (
Gate-drain conductance \) 9yd
(in the Tt equivalent circuit)l\ N\
Drain-source condu ce Jds
(in the tequivalenfcircyit)
Forward transconduc \/ Ims: Im
(in the mtequivalent €ircuit)
Gate-source cgpaci Cys
(in the mteguivalent circti

A\
Gate-drain h&ce\) Cyd
(in the Tt equivaleqt circul
Drain-source capacitance Cys

(in the mtequivalent circuit)
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

4.4.3.5 Parametres pour signaux de faible puissance (suite)

Coefficient de réflexion d'entrée:

— en montage source commune S11s OU Sjg
— en montage grille commune S11g OU Sig
— en montage drain commun S114 OU Sig
Coefficient de réflexion de sortie:

— en montage source commune Spps OU Spg
— en montage grille commune Sp2g OU Spq
— en montage drain commun Spoq OU Syq
Coefficient de transmission directe:

— en montage source commune Sp15 OU Sgg
— en montage grille commune Sz1g OU Spg
— en montage drain commun Sy14 OU Sig (\

Coefficient de transmission inverse:
— en montage source commune

— en montage grille commune

— en montage drain commun

4.4.3.6 Autres parametres

Gain de puissance

Fréquence de coupure (dans le montage
en source commune)

N\
=

Tension de bruit

Facteur de bruit

Coefficient de tem rature cour%z}‘s\%\

adp
Coefficient de temperat &sist Oygs
drain-source
Retard de cr0|s td(on) M
Retard de/zhé@sa ce\ \ Ly(off) ]
Temps dw@ \\) b 0 Temps de commutation
Temps de décroissahce f ] (voir figure 4)
Temps total d'établissement ton [1 fon = taon) t &
Temps total de coupure tott ] foff = la(off) +
Fréquence pour laquelle le coefficient de
transmission direct est égal a l'unité:
— en montage source commune fss OU fiss f.s = f pour Os,;0=1
— en montage grille commune fsg OU fisg foq = f pour Os,,,0=1
— en montage drain commun fd OU figq fsz = f pour [|521g[| =1
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Name and designation Letter symbol Remarks

4.4.3.5 Small-signal parameters (continued)

Input reflection coefficient:

— in common-source configuration S11s O Sjg
— in common-gate configuration S11g OF Sig
— in common-drain configuration S114 O Sig

Output reflection coefficient:

— in common-source configuration Soos OF Spg
— in common-gate configuration Sp2g OF Sog
— in common-drain configuration Sood OF Sgg

N

Forward transmission coefficient:
— in common-source configuration
— in common-gate configuration
— in common-drain configuration

Reverse transmission coefficient:
— in common-source configuration
— in common-gate configuration
— in common-drain configuration

4.4.3.6 Other parameters

Power gain \

Cut-off frequency (in the common-source

configuration) (‘\

Noise voltage < (\\
N
Noise figure [\/\ Q\ \J F

Temperature coeff<\f>) }aln cur%nt ap

Temperature coefﬂmentéd\%s\wW Oyds

Turn-on delay time ta(on)

Turn-off delay%e\\ \> la(off)
Rise tlme& \\ t;

Switching times
(see figure 4)

Fall time t
Turn-on time ton fon = lacon) + &
Turn-off time Lot tott = a(of) + &

Frequency of unity forward transmission coefficient:

— in common-source configuration fss OF fisg fss = f for Osy0=1

— in common-gate configuration fsg OF fisg fog = f for Os,y40=1

— in common-drain configuration fsd or fisq fsg = f for Os,g0=1
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Figure 3

rametres y en petits signaux en montage source commune et
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